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SiC 表面分解法により形成したカーボンナノチューブフォレスト（CNT on SiC）は稠密であり、

CNTどうしがお互いに隣接している構造を持つ。我々は CNT on SiC を用いて、CNTフォレスト

の電気特性評価[1]を行ってきた。電気特性のより詳細な評価のためには、伝導領域を、CNT にダ

メージなく制御できる選択成長技術が重要となる。すでに、

楠らは Si3N4 膜を用いた CNT on SiC の選択成長[2]を、

Cambaz らはカーボン膜を用いた選択成長[3]をそれぞれ報

告している。しかしながら、これらの膜は選択成長後に

CNT にダメージを与えずに除去することが難しい。Si3N4

膜は除去のためにリン酸溶液を用いる必要があり、カーボ

ン膜は CNT も炭素であるため選択的除去が困難である。

そこで今回、我々は新たに 1600℃もの超高温に耐え、容

易に剥離可能な ZnO/C の 2 層のマスクを考案し、選択成

長を行ったので、報告する。 

2 層マスクとして、下層に ZnO、上層にカーボンを用い

た。ZnOは酸にも塩基にも可溶な両性酸化物であり、CNT

へのダメージが少ない希塩酸などにも溶けるため、剥離が

容易であると考えられる。ZnO の融点は常圧下で 1975℃

であるが、真空中での融点はこれよりも低下する。ZnO

膜の昇華を抑制するため、上層としてカーボン膜を堆積し

ている。カーボン膜は融点が 3600℃であり、1600 度程度

ではほぼ安定である。図1にプロセスフローを示す。ZnO、

C を、CNT on SiCを形成しない箇所に堆積し、1600℃の

高温・真空下にて加熱した。マスクのない部分には CNT on 

SiC が初期の SiC 基板表面から下方向に形成していく。そ

の後、希塩酸により ZnO/C マスクをリフトオフすること

で、CNT on SiCの選択成長が、CNT へのダメージ少なく

実現できる。この方法は、SiC 上のグラフェンの選択成長

にも応用できると考えられる。図 2に、作成した作成パタ

ーンの光学顕微鏡像を示す。白く見える箇所が、マスクが

載っていた SiC 基板の露出部、周囲の黒く見える箇所が、

CNTが成長した領域である。 
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Fig. 2 パターニングした領域の光学
顕微鏡像 

図 1 ZnO/C マスクによるパターニ
ングのプロセス 
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